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問題１ p型半導体のショットキー接合の容量－電圧（ VC − ）特性からアクセプタ密度と拡散電位を求める。 
１－１ のときのエネルギーバンド図を示せ。 0=V
１－２ 逆方向電圧V を印加したときのエネルギーバンド図を示せ。 
１－３ アクセプタ密度と拡散電位の求め方を述べよ。 
問題２ 精度よく半導体の抵抗率を求める方法の測定原理を述べよ。 
問題３ 半導体中に 1種類のトラップを考える。トラップ密度を とし、そのトラップに捕獲されている電子密度を と

する。 
TN Tn

３－１ 速度方程式を導き出せ。ここで、速度方程式の左辺は
t

n
d

d T である。ただし、用いた記号は説明すること。 

３－２ 半導体中のトラップ密度 を求める方法について述べよ。 TN
問題４ X線回折法（XRD）について、以下の問に答えよ。 
４－１ 回折条件を導き出せ。 
４－２ XRDの概要を述べよ。 
問題５ 結晶中に含まれる元素を調べる方法のうち１つの名前を挙げ、その測定原理を述べよ。 
問題６ フォトルミネッセンス(PL)の 6種類の発光過程について述べよ。 
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